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Vollflachenfotodiode

Die nichtunterteilte positionsempfindliche Fotodiode ist in Sili-
zium-Planartechnologie gefertigt und arbeitet nach dem duo-
lateralen MeBprinzip. Sie weist ein niedriges Dunkelstrom-
niveau auf.

Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik;
insbesondere zur Weg- und Winkelerfassung u.v. a. m.

Das Bauelement ist mit Planglasabdeckung in einer tiefgezcgénen Metall-
wanne mit eingeglasten Stiften vierpolig und mit Keramikchiptrdger aus-
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D bestrahlungsemptindliche
Flache 700 mm*

AnschluBbelegung

Katode
Anode
Katode
Anode
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AnschluB 1 ist durch andersfarbige Einschmelzung bzw. Farbpunkt gekenn-
zeichnet

Grenzwerte

Sperrgleichspannung Ug = 25 Vv
Verlustleistung | P S 300

je Teilflache rn "W
Sperrschichttemperatur Bj T 125 °C
Betriebstemperatur &4 -15...70 ol e

Lagertemperatur Dstg -25...85 o ¥



Kennwerte bei 9, = 25°C

| min typ max
Dunkelsperrstrom 200 4000 nA
Eq= 01lx, Ug == 20V

Spektrale Empfindlichkeit") $3, 0,25 0,3 A/W
A = 633 nm, Ug == 20V,

Ak g5 = 10 nm, R <100 Q

Spektraler Empfindlichkeits-

bereich AL gs < 10 nm, 8 400 ... nm
S () = 10 % S (Amax), 1100

UpR =20V, R <100 Q

Integrale Empfindlichkeit') Siot 500 900 uA/klx
‘Ur = 20V, E, = 1 kix?)

Wellenlénge der maxi-

malen Empfindlichkeit lg 900 nm
Algs < 10 nm, Ry < 100 Q,

Ugp =20V

Impulsanstiegszeit t- .

und Impulsabfallzeit t Hs
Lichtfleckdurchmesser

= 5 mm in der Mitte der

aktiven Flache |

Laterale Inhomogenitét S(L) o
der Fotostromempfindlichkeit 7@y * 199 5 fo

Ug = 20V, L == 950 nm,
Normlichtart A mit Bg19-Filter
Pos. Linearitatsabweichung Lp 2 %

A = 950 nm, Normlichtart A
mit Bg19-Filter

Loteralwiderstand Rg 30 k(2

) beide Anoden und beide Katoden verbunden

) gemessen mit Normallichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geome-
trischen Achse



